1. Епітаксійне нарощування плівок. Гомо- і гетероепітаксія. Основні методи епітаксії та фізичні процеси, що їх обумовлюють.
2. Спонтанні та вимушені переходи. Коефіцієнти Ейнштейна.
3. Фізичний (апаратний) інтерфейс, основні принципи його побудови. Електрична, логічна, механічна сумісність. Приклади інтерфейсів паралельного типу, їх використання для автоматизації експериментальних досліджень.
4. Електронна теорія твердих тіл, наближення вільних, слабо зв'язаних і сильно зв'язаних електронів
5. Співвідношення між коефіцієнтами Ейнштейна та імовірностями вимушеного і спонтанного випромінювання.
6. Потенційний бар 'ер на межі твердого тіла. Контактна різниця потенціалів. Робота виходу..
7. Коефіцієнт поглинання з урахуванням вимушених та спонтанних переходів. Поперечник поглинання.
8. Методи дослідження плазми. Плазмові коливання. Мазер, природні мазери.
9. Квантування і дискретизація аналогового сигналу. Аналоговоцифровий і цифроаналоговий перетворювачі, як основний засіб зв'язку еекпериментальної установки з системами цифрової обробки інформації, основні принципи їх будови.
10. Біполярні транзистори. Принцип дії, характеристики
11. Ефект насичення та умова інверсії для дворівневої квантової системи.
12. Основні вимірювальні операції (вимірювальне перетворення, масштабування. відтворення величини заданого розміру, порівняння), як основа алгоритмізації експериментального дослідження
13. Трирівнева схема створення інверсії наесленостей.
14. Використання локальних і глобальних мереж в системах накопичення і обробки інформації і наукових досліджень. Типи мереж, найбільш поширені лінії передачі, використання модемів
15. Електронна емісія Властивості електронів, які залишили метал. Енергетичний спектр вторинних електронів. Рівняння Річардсона-Дешмана.
16. Термоелектронна емісія. Термоемісійні перетворювачі.
17. Чотирирівнсва схема створення інверсії населеностей.
18. Явища переносу в тонких металевих плівках. Роль контактів. Залежність електропровідності металевих плівок від їх товщини
19. Розмірні ефекти в тонких плівках.
20. Типи резонаторів. Умова стійкості для оптичного резонатора.
21. Методи синхронізації передачі інформації для  послідовного і паралельного способу передачі. Приклади інтерфейсів послідовного типу, їх використання для автоматизації експериментальних досліджень
22. Моди пасивного плоскопаралельного резонатора. Наближена теорія Шавлова-Таунса.
23. Транзистор з бар"єром Шотткі. Багатоемітерний транзистор.
24. Рентгенівська фотоелектронна спектроскопія.
25. Електронна теорія твердих тіл, наближення сильно зв 'язаних електронів.
26. Система швидкісних рівнянь для одномодової моделі лазера. Балансні рівняння Стаца-де-Марса.
27. Визначення енергії зв'язку електронів на внутрішніх рівнях вільних атомів.
28. Інтегральні напівпровідникові мікросхеми (ІНМС або ІМС). їх класифікація. Активні елементи. Біполярний транзистор. Технологія виготовлення біполярних транзисторів ІМС.
29. Випростування струму в р-п переході з широкою базою при низькому рівні інжекції.
30. Вплив електричного поля на емісійні властивості металів, автоелектронна емісія.
31. Порогові умови генерації лазера та стаціонарний коефіцієнт підсилення.
32. Пробійні явища в напівпровідникових структурах, механізми пробою. 
33. Зовнішній фотоефект і фотоелектронна емісія.
34. Легування напівпровідників. Термічна дифузія з нескінченного та обмеженого джерела домішки. Іонна імплантація.
35. Вихідна потужність і оптимальний зв'язок на виході лазера.
36. Принципи побудови модульної вимірювальної системи. Система команд, контролер, номенклатура (основні типи) модулів, стандарт КАМАК.
37. Теоретична межа спектральної ширини випромінювання неперервного одномодового лазера та проблеми її реалізації.
38. Операційна система. її призначення, основні компоненти. Особливості будови рівня драйверів. Обробка переривань. їх використання для синхронізації експеримент&тьних досліджень.
39. Плівкова електроніка. Основи плівкової технології. Нанесення плівок.
40. Конкуренція мод у лазері та причини виникнення багатомодової генерації.
41. Особливості застосування ЕОМ і контролерів для автоматизації експериментальних досліджень Архітектура будови сучасної ЕОМ. Особливості будови контролерів
42. Фізичні основи роботи польових транзисторів з ізольованим затвором та р-п-переходом. їх характеристики та параметри.
43. Резонатори для одночастотної генерації та перебудови частоти лазера.
44. Файлова система як основний засіб організації інформаційних потоків Принципи будови, приклади файлових систем
45. Тиристори. Принцип дії, характеристики, застосування. Напруга та струм включення, характер ВАХ
46. Діелектричні плівки. Діелектрична проникливість і тангенс кута втрат. Електрична міцність плівок
47. Перехідний процес встановлення стаціонарного режиму роботи лазера та вільна генерація.
48. Використання баз даних для накопичення і пошуку експериментальної інформації Принципи будови баз даних, типізація полів, фільтрація, індексація
49. Основні типи структур накопичення інформації. Масив, стек, черга, список, дерево. їх використання при різних методах накопичення і обробки експериментальної інформації
50. Вторинна електронна емісія. Вторинно-іонно-електронна спектроскопія.
51. Дослідження енергетичних вторинноемісійних характеристик метанів.
52. Структуризація побудови програмного забезпечення вимірювальних систем. Типізація даних, функція (процедура), структура, клас (об'єкт). Багатофайловий проект в сучасних мовах програмування
53. п-параметри біполярних транзисторів. їх фізичний зміст. їх відмінність від інших типів параметрів.
54. Оже ефект. Оже спектроскопія.
55. Вакуум, методи отримання і вимірювання вакууму.
56. Лазери з модуляцією добротності резонатора. Методи модуляції добротності.
57. Прилади на ефекті міждолинного переносу електронів. Фізичний механізм виникнення від'ємного диференційного опору. Формування електричних доменів в арсеніді галію.
58. Елементарні процеси в іонізованому газі. Процеси рекомбінації в іонізованому газі.
59. Фізичні процеси в тунельних діодах. Вольтамперні характеристики.
60. Мікроелектроніка. Основні напрямки розвитку мікроелектроніки. Необхідність мікромініатюризації.
61. Рух заряджених частинок під дією електричного поля. Рухливість. Об'ємніш заряд, спотворення розподілу поля об 'ємним зарядом.
62. Літографічні процеси в мікротехнології. Оптична літографія. Фізичні схеми процесів.
63. Динамічне і статичне використовування пам'яті при накопиченні і обробці    даних фізичного експерименту в автоматизованих вимірювальних системах. Виділення і звільнення пам'яті, робота з вказівниками.
64. Рівняння газового розряду. Пробій газу. Закон Пашена.
65. Випростування струму на контакті метал-нашвпровідник. Вольтамперна характеристика для основних носіїв струму.
66. Особливості архітектури сучасних процесорів. Система команд, сумісність. Порівняння RISC і CISC процесорів. Конвейєрізація виконання операцій
67. Несамостійний газовий розряд, тліючий газовий розряд, ВАХ.
68. Дуговий розряд, ВАХ, типи дугових розрядів і методи отримання дугового розряду. Процеси в катодному шарі дугового розряду.
69. Порівняйте основні властивості біполярних і польових транзисторів.
70. Автоелектронна і автоіонна емісія.
71. Методи ізоляції елементів ІМС зворотно-змішені р-п переходи. Тонкі шари окису кремнія. повітряні проміжки, діелектрики.
72. Теорія режиму генерації гігантських лазерних імпульсів.
73. Внутрішній зворотний зв'язок в біполярних транзисторах.
74. Лазери з синхронізацією мод.
75. Мови програмування на ЕОМ.  Співвідношення застосування мов високого та низького рівня,  використання компілюючих і інтерпретуючих мов. Особливості програмування засобів автоматизації фізичного експерименту.
